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Abstract of DEI 9854938 

A component with first and second material 
layers (30, 60) separated by an interlayer (40, 
50) contains the first and/or second material 
and a different conductivity material colloid. 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Bauelement 

@ Die Erflndung betrifft ein Bauelement mit einer ersten 
Schicht (30), die im wesentlichen aus einem ersten Mate- 
rial besteht, einer zweiten Schtcht (60), die im wesentli- 
chen aus einem zweiten Material besteht und wenigstens 
einer zwischen der ersten Schicht (30) und der zweiten 
Schicht (60) befindlichen Zwischenschicht (40, 50). 
ErfindungsgemaS ist dieses Bauelement so gestaltet, da(S 
die zwischenschicht (40, 50) das erste Material und/oder 
das zweite Material enthalt und dalS in der Zwischen- 
schicht (40, 50) mindestens ein Stoff kollodia! gelost ist 
und daft der Stoff eine andere Leitfahigkeit aufweist a Is 
das erste Material oder das zweite Material. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Bauelenient init einer ersien 
Schicht, die ini wesenllichen aus einein ersten Material be- 
steht, einer zweiten Schichl, die iiii wesent lichen aus eineiu 5 
zweiten Material besteht und wenigstens einer zwischen der 
ersten Schichl und der zweiien Schicht befindiichen Zwi- 
schenschicht. 

Ein gattungsgeniaBes Baueienient ist aus der US- 
PS 5 698 048 bekannl. Hierbei befindel sich zwischen den lO 
beiden Schichten cine Zwischenschichi, die ein Polymer, 
nicht jedoch eines der beiden Materiaiien der Schichten ent- 
halt. 

Aus der US-PS 5 454 880 isl eine Diode bekannt, bei der 
eine Schicht aus eineni Polymer und eine weitere, Fullerene 15 
enthaltende Schicht benachbart zueinander liegen, Hierbei 
ist das Polymer so gestaltet, daB es als Donator wirkt, wah- 
rend die Fullerene als Akzeptoren fur Ladungstrager wirken. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein gattungs- 
geniaBes Bauelement zu schaffen, welciies fur eine Aussen- 20 
dung und/oder einen Empfang von elektromagnetischer 
Strahiung, insbesondere von Licht, einen moglichs! hohen 
Wirkungsgrad aufweist. 

Insbesondere soli durch die Erfindung eine Solarzelle mit 
einem moglichst hohen Wirkungsgrad geschaffen werden. 25 

HrfindungsgeniaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB 
ein gattungsgemaBes Bauelement so ausgestaltet wird, daB 
die Zwischenschichi das erste Material und/oder das zweite 
Material enthail und daB in der Zwischenschichi niindestens 
ein Stoff kollodial gelost ist und daB der Stoff eine andere 30 
Leitfahigkeit aufweist als das erste Material oder das zweite 
Material. 

Die Erfindung sieht also vor, ein Bauelement zu schaffen, 
das wenigstens zwei Schichten aus zwei Materiaiien mit un- 
terschiedlichen L^itfahigkeiten und wenigstens einer zwi- 35 
schen ihnen befindiichen Zwischenschichi aufweist. Die 
Zwischenschichi enthail hierbei wenigstens eines der beiden 
Materiaiien und einen koUoidal gelosten Stoff. Kolloidal ge- 
lost bedeutel bier, daB der Stoff aus Teilchen besteht oder 
dicsc durch chcmischc Rcaktion oder Agglomeration bildct 40 
und daB diese Teilchen sich in dem Material befinden. Die 
Teilchen weisen vorzugsweise eine GroBe von 1 nm bis 
1 jum auf. Vorzugsweise befinden sich die Teilchen dabei so 
in dcm Material, daB sic ein Nctzwcrk bildcn ubcr das La- 
dungstrager fiieBen konnen, beispielsweise in eineni Perko- 45 
lationsmechanismus, Es ist vorteilhaft, jedoch nicht notwen- 
dig, daB Ladungstrager in dem Material fiieBen konnen. Der 
kolloidal geloste Stoff weist eine Leitfahigkeit auf, die so- 
wohl von der Leitfahigkeit des ersten Materials als auch von 
der Leitfahigkeit des zweiten Materials verschieden ist. 50 
Hierbei konurit es weniger auf eine absolute Hohe der Leit- 
fahigkeit an als viehnehr auf die Art, wie Ladungstrager 
transponiert werden, 

Eine erste zweckmaBige Ausfuhrungsform des Bauele- 
mentes zeichnet sich dadurch aus, daB es genau eine Zwi- 55 
schenschicht enthail. Die Zwischenschichi besteht hierbei 
beispielsweise aus dem ersten Material und darin gelostem 
Stoff oder aus dem zweiten Material und darin gelostem 
Stoff oder aus einer Mischung oder Verbindung des ersten 
Materials mit dem zweiten Material und darin gelostem 60 
Stoff. 

Eine andere, gleichfalls vorleilhafte Ausfuhrungsform 
des Bauelemcntes zeichnet sich dadurch aus, daB sich zwi- 
schen der ersten Schichl und der zweiten Schicht eine erste 
Zwischenschichi und eine zweite Zwischenschichi befinden, 65 
daB die ersle Zwischenschichi an der ersten Schicht anliegl 
und daB die zweite Zwischenschichi an der zweiten Schichl 
anliegt. 



Die Zwischenschichten konnen sich beispielsweise da- 
durch unterscheiden, daB die erste Zwischenschichi im we- 
senllichen das erste Material und den darin kollodial gelo- 
sten Slolf enthail und daB die zweite Zwischenschichi ini 
wesenllichen aus dem zweiien Material und dem darin kol- 
loidal gelosten Stoff besteht. 

Femer ist es vorteilhaft, daB in der ersten Zwischen- 
schichi ein ersler Stoff kolloidal gelost ist und daB in der 
zweiten Zwischenschichi ein zweiter Stoff kolloidal gelost 
ist. 

Eine erhohte Siromausbeute beziehungsweise Slrah- 
lungsausbeute wird dadurch erzielt, daB das erste und/oder 
zweite Material ein Halbleiter isl. 

Es isl besonders zweckmaBig, daB das ersle Material und/ 
oder das zweite Material ein organischer Halbleiter ist. 

Fur einen Einsatz des Baueiemenles als Solarzelle oder 
als Bestandteil einer Solarzelle isl es vorteilhaft, daB das er- 
ste Material und/oder das zweite Material eine geeignete 
Lichtabsorpdon aufweisen. 

ZweckmaBigerweise enthalt der organische Halbleiter 
substituierte Perylenpigmente, Insbesondere ist es zweck- 
maBig, daB die Peryienpigmenle substituierte Perylencar- 
bonsaure-Imide sind, 

Eine weitere Erhohung des Wirkungsgrades wird dadurch 
erzieit, daB das erste Material einen anderen Leitfahigkeils- 
typ aufweist als das zweite Material, 

Besonders vorteilhaft ist es, daB das zweite Material eine 
organische Komplex verbindung, insbesondere eine metall- 
organische Komplex verbindung, enthalt, Hierbei handelt es 
sich vorzugsweise um eine Phthalocyanin- Verbindung, Ein 
Einsatz von Wasserstoff-Phthalocyanin oder Metall-Phtha- 
locyaninen, insbesondere Zink- Phthalocyanin, ist besonders 
vorteilhaft, 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgema- 
Ben Baueiemenles zeichnet sich dadurch aus, daB der Stoff 
aus einem Halbleitemiaterial besteht, 

Durch den Begriff Halbleitemiaterial sind alle aus der 
Halbleitertechnologie als Halbieitennaterialien bekannten 
Stoffe umfaBt. Der Begriff Haibleitennaterial ist hier jedoch 
nicht auf im allgcmcincn als Halbleiter bczcichnctc Materia- 
iien beschrankt, sondem umfaBt vielmehr alle Materiaiien, 
die in wenigstens einer Modifikation oder TeilchengroBe 
eine Bandlucke zwischen Valenzband und Leitungsband 
aufweisen. Fiir cincn zu crziclcndcn Ladungs transport von 
Ladungstragern eines Typs kommt es lediglich auf ihre ener- 
gelische Lage und die Energieniveaus in dem Stoff an. So ist 
beispielsweise bei einem Ablransporl von Eleklronen ledig- 
lich eine Lage des L^itungsbandes im Stoff, die einer Lage 
des Leitungsbandes oder des VaJenzbandes im Material ent- 
spricht, erforderlich. Auf die Lage des Valenzbandes im 
Stoff und daniit auf die Bandlucke kommt es hierbei nicht 
an. Bei Locherleitung gill enlsprechend, daB sich Zweckma- 
Bigerweise das Valenzband des Stoffes auf einem Energieni- 
veau befindel, das einem Energieniveau des Valenzbandes 
oder des Leitungsbandes des Materials entspricht, 

Aufgrund von QuanlengroBe-Effekten (Quantum- Size 
Effects) kann die Leitfahigkeit von Partikeln des Stoffes von 
der makroskopischen Leitfahigkeit verschieden sein. Fur die 
Erfindung isl elektrische Leitung in einem IJmfang zweck- 
maBig, durch den Ladungstrager eines Leitfahigkeilstyps 
gezielt abtransportiert werden konnen, Eine Erhohung der 
Leitfahigkeit durch eine geeignete Nanoslruktur, durch die 
beispielsweise ein Stoff, der makroskopisch einen Halblei- 
ter bildel, in der erfindungsgemaBen Schicht als Metall 
wirkt, ist daher mit eingeschlossen. Dies gilt auch fiir ma- 
kroskopisch meiallische Materiaiien, die als kleine Teilchen 
zu Hal b lei tern wer den. 

Eine bevorzugle Ausfuhrungsfonn des Baueiemenles 
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zeichnet sich dadurch aus, daB der Sloff aus einen organi- 
schen Halbleilemialerial beslehl. 

Insbesondere isl es zweckiiiaBig, daB der Sloff durch eine 
einc Bandliicke aufweisende KohlenslolTniodifikation wie 
^60^ ^10 Oder Graphen enlhall. 5 

Ein besonders wirksaiiier Transporl der Ladung bei 
gleichzeitiger Vernieidung von elektiischen Kurzschlussen 
wird dadurch eneichl, daB der Sloff ini wesentlichen in der 
Form von Partikeln vorliegt, 

Bei den Partikeln handelJ es sich beispielsweise uni ein- lO 
zelne Molekiile, insbesondere einzelne Fulleren-Molekiile, 
Oder uni Cluster aus niehreren Molekulen. 

Die Partikel weisen vorzugsweise eine GroBe von 1 nm 
bis 1 pin auf, wobei eine obere PartikelgroBe von 200 nni 
bevorzugl ist. is 

Eine deutiiche Zunahme des Ladiingstransporls wird da- 
durch erzielt, daB die Partikel cine Konzentration aufweisen, 
die so groB ist, daB eine Perkolation entstehl. 

Weitere Vorteiie, Besonderheiten und zweckmaBige Wei- 
terbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran- 20 
spruchen und der nachfolgenden Darstellung eines bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiels anhand der Zeichnungen, 

Von den Zeichnungen zeigt: 

Fig, 1 einen QuerschniU durch eine erste Ausfiihrungs- 
fomi eines erfindungsgemafien Bauelementes, 25 

Fig. 2 eine exteme Quantenausbeute als Verhaltnis eines 
Stromflusses zu einfailenden Photonen (Incident Photon To 
Current Efficiency - IPCE) in Abhangigkeit von der Welien- 
lange des einfailenden Lichtes fur verschiedene Konzentra- 
lionen von Cgo. 30 

Fig. 3 einen Querschnitt durch eine zweite Ausfuhrungs- 
fonn eines erfindungsgeinaBen Bauelementes, 

Bei dem in Fig. 1 dargesteliten Bauelement handelt es 
sich beispielsvi^eise urn eine Solarzeiie oder um eine organi- 
sche lichtemittierende Diode. Das Bauelement enthalt hin 35 
auf einem Substrat 10, beispielsweise Glas, insbesondere Si- 
likatglas, aufgebrachtes Schichtsysteni aus einer transparen- 
ten Kontaktschicht 20, einer ersten Schicht 30, einer zweiten 
Schicht 60, einer Zwischenschicht 50 und einer Kontaktie- 
rungsschicht 70- 40 

Auf einen seithchen Bereich der transparenlen Kontakt- 
schicht 20 ist ein Kontakt 80 aufgebracht. Ein weiterer Kon- 
takt 90 befindet sich auf der oberen Konlaktierungsschicht 
70. Die transparcntc Kontaktschicht 20 wcist cine Dickc 
zwischen 5 nm und 1 jitm, vorzugsweise 10 nin bis 200 nm, 45 
auf. Die Dicke der Kontaktschicht 20 kann variabel gewahll 
werden. 

Die erste Schicht 30 befindet sich auf der iransparenten 
Kontaktschicht. Es ist moglich, daB die erste Schicht 30 ab~ 
schnittsweise auch auf das Substrat 10 reicht, beispielsweise 50 
in Bereichen, in denen zuvor die transparente Kontakt- 
schicht 20 weggeatzt wurde. Fur die Erzielung der Grenzfla- 
cheneffekte zwischen der transparenten Kontaktschicht 20 
und der ersten Schicht 20 ist dies jedoch nichl erforderlich. 

Es ist Jedoch produktionslechnisch zweckniaBig, daB die 55 
erste Schicht 30 uber die transparente Kontaktschicht 20 
hinausragt, weil so ein KurzschluB zwischen deni Kontakt 
90 und der transparenten Kontaktschicht 20 vennieden 
wird. 

Die erste Schicht 30 weist cine Dicke zwischen 5 nm und 60 
1000 nm, vorzugsweise 10 nm bis 200 nm auf. Die Dicke 
der Schicht 30 kann variabel gewahit werden, weil es zur Er- 
zielung der Grenzflacheneffekte zwischen den Schichten 30 
und 60 nicht auf die Abmessungen der Schichten 30, 60 an- 
komml, 65 

Die Kontaktschicht 20 besteht vorzugsweise aus einem 
transparenlen Material, bei dein es sich insbesondere um ein 
transparentes leitfahiges Oxid handelt. Die transparenten Ei- 



genschaften sind bei einem Einsatz als Solarzeiie odcr als 
lichtemittierende Diode mit Lichi, das durch das Substial 10 
hindurchdringt, erforderlich, daniit durch das Substrat 10 
hindurchdringenden Lichtstrahlen von der Kontaktschicht 
20 nicht absorbiert werden, Bei einem Lichteinfall oder - 
auslrilt durch die Schicht 60 ist die lichtdurchlassige Geslal- 
tung der Kontaktschicht 20 jedoch nicht erforderlich. 

Die erste Schicht 30 besteht vorzugsweise aus einem or- 
ganischen halbleilenden Material eines ersten Leitfahig- 
keitstyps. Beispielsweise handelt es sich um ein n-leitendes 
Material, vorzugsweise um Perylen-3,4,9,10-tetracarbon- 
saure-N,N-dimelhylimid (MPP). 

Die zweite Schicht 60 besteht vorzugsweise aus einem 
zweiten halbleilenden Material Hierbei handelt es sich ins- 
besondere um ein Material mit entgegengesetzieni Leitfa- 
higkeitslyp, vorzugsweise um Zink-Phthalocyanin (ZnPc). 
Eine Kontaktierungsschicht 70 dient zu einem elektrischen 
AnschluB der Schicht 60. Beispielsweise besteht die Kon- 
taktierungsschicht 70 aus Gold. Gold hat den besonderen 
Vorteil, daB es eine hohe elektrische Leitfahigkeit mit einer 
hohen chemischen Bestandigkeit vereinigt. 

Die Zwischenschicht 50 enthalt das gleiche Material wie 
die Schicht 60, ist jedoch mit einem Fulleren oder einem 
Ilalbleiteroxid wie T\02 angereichert. Die Anreicherung be- 
tragt bei einem Einsatz des Bauelementes als Solarzeiie vor- 
zugsweise maximal 60%, Bei einem Hinsatz des Bauele- 
mentes als lichtemittierende Diode kann die Anreicherung 
noch hoher sein. 

In Fig. 2 sind solare Stromausbeuten durch eine exteme 
Quantenausbeule als Verhaltnis eines Stromflusses zu ein- 
failenden Photonen (Incident Photon To Current Efficiency 
- IPCE) in Abhangigkeit von der Wellenlange von einfallen- 
dem Licht fur verschiedene Konzenlrationen von Ceo darge- 
stellt. 

Es handelt sich hierbei um MeBwerte, die bei der in Fig. 1 
dargesteliten Solarzeiie gemessen wurden. Es zeigt sich, daB 
die Stromausbeute mit zunehmender Konzentration von Qo 
steigt. Ein besonders groBer Anstieg tritt bei einer Konzen- 
tration von C60 von mehr als 10% auf. Eine moghche Erkla- 
rung fur dicsen uncrwartct hohen Anstieg konntc ein Auftrc- 
ten von Perkolation sein, 

Bei dem in Fig, 1 dargesteliten Bauelement handelt es 
sich beispielsweise um eine Solarzeiie oder um eine organi- 
sche lichtemittierende Diode. Das Bauelement cntlialt ein 
auf einem Substrat 10, beispielsweise Glas, insbesondere Si~ 
likatglas, aufgebrachtes Schichtsystem aus einer transparent 
ten Kontaktschicht 20, einer ersten Schicht 30, einer zweiten 
Schicht 60, einer ersten Zwischenschicht 40, einer zweiten 
Zwischenschicht 50 und einer Kontaktierungsschicht 70, 

Auf einen seitlichen Bereich der transparenten Kontakt- 
schicht 20 ist ein Kontakt 80 aufgebracht. Ein weiterer Kon- 
tal<t 90 befindet sich auf der oberen Kontaktierungsschicht 
70. Die transparente Kontaktschicht 20 weist eine Dicke 
zwischen 5 nm und 1000 nm, vorzugsweise 10 nm bis 
200 nm, auf. Die Dicke der Schicht kann variabel gewahit 
werden. 

Die erste Schicht 30 befindet sich auf der transparenten 
Kontaktschicht. Es ist moghch, daB die erste Schicht 30 ab- 
schnittsweise auch auf das Substrat 10 reicht, beispielsweise 
in Bereichen, in denen zuvor die transparente Kontakt- 
schicht 20 weggeatzt wurde, 

Es ist produktionstechnisch zweckmaBig, daB die erste 
Schicht 30 iiber die transparente Kontaktschicht 20 hinaus- 
ragt, weil so ein KurzschluB zwischen dem Kontakt 90 und 
der Iransparenten Kontaktschicht 20 vennieden wird. 

Die erste Schicht 30 weist eine Dicke zwischen 5 nm und 
1000 nm, vorzugsweise lOnm bis 200 nm, auL Die Dicke 
der Schicht kann variabel gewahit werden, weil es zur Erzie- 
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lung der Grenzflacheneflekte nichi auf die Abniessungen 
der S chichi en anlcoinnit. 

Die Konlaklschicht 20 bestehl. bei eineni Einsalz dcs Ban- 
eleiiientes als Solarzelle mil eineni Lichleinl^ll durch das 
Subslrat 10 oder als lichleniitlierende Diode mil eineni 5 
LichtausLritl durch das Substrat 10 aus einem transparenten 
Maleriai, bei dem es sich insbesondere um ein Iransparentes 
leitfaJiiges Oxid handelt. 

Die erste Schicht 30 bestehl wie bei der anband von Fig, 1 
dargestellten Ausfiihrungsform vorzugsweise aus einem or- 10 
ganischen haibleilenden Material eines ersten Leilfaliig- 
keitslyps. Beispieisweise handelt es sich um ein n-leilendes 
Material, vorzugsweise um Perylen-3,4,9,10-tetracarbon- 
saure-N,N'-dimethyliinid (MPP). 

Die zweite Schicht 60 besteht vorzugsweise aus einem l5 
zweiten halbleitenden Material. Hierbei handelt es sich ins- 
besondere um ein Material mit entgegengesetztem Leitfa- 
higkeitstyp, vorzugsweise um Zink-Phthalocyanin (ZnPc), 
Eine Kontaktierungsschicht 70 dient zu einem elektrischen 
AnschluB der Schicht 60. Beispieisweise besteht die Kon- 20 
taktierungsschicht 70 aus Gold. Gold hat den besonderen 
Vorteil, daB es eine hohe elektrische Leitfahigkeit mif einer 
hohen chemischen Bestandigkeit vereinigt. 

Die erste Zwischenschicht 40 enthalt jedenfalls das in der 
ersten Schicht 30 enthaltene Material und moglicherweise 25 
auch das in der zweiten Schicht 60 enthaltene Material, vor- 
zugsweise mindestens einen organischen Halbleiter Beson- 
ders geeignet sind MPP beziehungsweise ZnPc. Ferner ist 
die Zwischenschicht 40 mit einem Fulleren oder einem an- 
deren Halbleitennaterial wie Ti02 angereichert. Die Anrei- 30 
cherung betragt bei einem Einsatz des Bauelementes als So- 
larzelle vorzugsweise maximal 60%. Bei einem Einsatz des 
Bauelementes als lichtemittierende Diode kann die Anrei- 
cherung noch hoher sein. 

Die zweite Zwischenschicht 50 enthalt das gleiche Mate- 35 
rial wie die Schicht 60, ist jedoch mit einem anderen Fulle- 
ren Oder einem Halbleitennaterial wie Ti02 angereichert. 
Die Anreicherung betragt bei einem Einsatz des Bauelemen- 
tes als Solarzelle vorzugsweise maximal 60%. Bei einem 
Einsatz; dcs Bauelementes als lichtemittierende Diode kann 40 
die AnreichenjDg noch hoher sein, 

Bezugszeichenliste 



10 Substrat 

20 Kontaktschicht 

30 erste Schicht 

40 erste Zwischenschicht 

50 zweite Zwischenschicht 

60 zweite Schicht 

70 Kontaktierungsschicht 

80 Kontakt 

90 Kontakt 

Patentanspriiche 

L Bauelemant mit einer ersten Schicht (30), die im 
wesentlichen aus einem ersten Material besteht, einer 
zweiten Schicht (60), die im wesentlichen aus einem 
zweiten Material besteht und wenigstens einer zwi- 
schen der ersten Schicht (30) und der zweites Schicht 
(60) befindlichen Zwischenschicht (40, 50), dadurcii 
gekennzeiclinet, daB die Zwischenschicht (40, 50) das 
erste Material und/odcr das zweite Material enthalt und 
daB in der Zwischenschicht (40, 50) mindestens ein 
Sloff kolioidal gelost ist und daB der Stoff eine andere 
Leitfahigkeit aufweist als das erste Material oder das 
zweite Material. 



45 



50 



55 



60 



65 



2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB sich zwischen der ersten Schicht (30) und 
der zweiten Schicht (60) eine erste Zwischenschicht 
(40) und eine zweite Zwischenschicht (50) befinden, 
daB die erste Zwischenschicht (40) an der erslen 
Schicht (30) anliegt und daB die zweite Zwischen- 
schicht (50) an der zweiten Schicht (60) anhegt, 

3. Bauelement nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Zwischenschicht (40) im we- 
sentlichen das erste Material und kolioidal gelosten 
StofF enthalt und dafi die zweite Zwischenschicht (50) 
im wesentlichen aus dem zweiten Material und gelo- 
stem St off besteht. 

4. Bauelement nach Anspmch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Zwischenschicht (40) im we- 
sentlichen das erste Material und kolioidal gelosten 
Stoff enthalt und daB die zweite Zwischenschicht (50) 
das zweite Material, das erste Material und kolioidal 
gelosten Stoff enthalt. 

5. Bauelement nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Zwischenschicht (40) das erste 
Material, das zweite Material und kolioidal gelosten 
Stoff enthalt und daB die zweite Schicht (50) im we- 
sentlichen das zweite Material und kolioidal gelosten 
Stoff enthalt. 

6. Bauelement nach einem der Anspriiche 2 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB in der ersten Zwischen- 
schicht (40) ein erster Stoff kolioidal gelost ist und daB 
in der zweiten Zwischenschicht (50) ein zweiter Stoff 
kolioidal gelost ist. 

7. Bauelement nach eineni der Anspruche I bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB das erste Material ein Halb- 
leiter ist. 

8. Bauelemet nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB das erste Material ein organischer Halbleiter 
ist. 

9. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB das zweite Material ein 
Halbleiter ist. 

10. Bauelement nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das zweite Material ein organischer Halb- 
leiter ist, 

IL Bauelement nach einem der Anspruche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB das erste Material cinen 
anderen Leitfahigkeitstyp aufweist als das zweite Ma- 
terial. 

12. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB der StofF aus einem Halb- 
leitennaterial besteht, 

13. Bauelement nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Stoff Ti02 enthalt. 

14. Bauelement nach Anspruch 12 oder 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Stoff SnO? enthalt. 

15. Bauelement nach einem der Anspruche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB der StofF ein organisches 
Halbleitennaterial enthalt. 

16. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 1.5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Stoff wenigstens eine 
eine Bandlucke aufweisende Kohlenstoffmodinkation 
enthalt, 

17. Bauelement nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Stoff wenigstens einen Bestandteil 
aus der Gruppe der Fullerene, substituierten Fullerene 
oder Fulleren-Derivate enthalt. 

18. Bauelement nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Stoff €50 enthalt. 

19. Bauelement nach einem der Anspruche 16 bis 18, 
dadurch gekennzeichncl, daB der StofT eine graphiti- 
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sche Kohlensloffmodifikation enthalt 

20. Bauelemeni nach Anspruch 19, dadurch gelcenn- 
zeichnei, daB der Sloff Graphen enlhalL 

21. Bauelemeni nach einern der Anspriiche 1 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Sloff iin weseniHchen 5 
in der Form von Parti keln vorliegl„ 

22. Bauelemeni nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Paitikel ini wesentlichen eine GroBe 
zwischen 1 nm und 1 pin aufweisen, 

23. Bauelement nach Anspruch 22, dadurch gekenn- lo 
zeichnei, daB die GroBe der Parlikel zwischen 1 nm 
und 200 nni belragl. 

24. Bauelement nach eineni der Anspruche 21 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Parlikel eine Konzen- 
tration aufweisen, die so groB isi, daB eine Perkolation 15 
entsteht, 

25. Verwendung eines Bauelenient.es nach eineni der 
Anspruche 1 bis 2.4 als Solarzelle. 

26. Verwendung eines Bauelemeni es nach eineni der 
Anspruche 1 bis 24 als Hchtemittierende Diode. 20 



Hierzu 2 Seile(n) Zeichnungen 
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